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(54) Purtator pentru inregistrarea imaginilor in raze X

(57) Rezumat:
1

Inventia se referd la Inregistrarea
informatiei optice, in special la purtatori pentru
inregistrarea imaginilor in raze X.

Purtatorul, conform inventiei, contine
un substrat din lavsan, pe care sunt depuse
consecutiv un strat conductibil semitransparent
din crom, un strat fotosensibil pe baza de
semiconductor calcogenic sticlos
(As2S3)0,0(SnSe)o,1, $i un strat termoplastic pe
baza de copolimer din butilmetacrilat si stiren,
cu posibilitatea Inregistrarii imaginilor cu
modificari fotoinduse in raze X, urmata de
dezvoltarea termoplastici a unei imagini
ascunse.

Revendicari: 1

Figuri: 3




(54) X-ray image registration carrier

(57) Abstract:
1

The invention relates to the
registration of optical information, in particular
to X-ray image registration carriers.

The carrier, according to the
invention, comprises a lavsan substrate, on
which are successively applied a conductive
translucent  layer  of  chromium, a
photosensitive layer based on a chalcogenide
glass-like semiconductor (As2S3)o,0(SnSe)o,1,

2

and a thermoplastic layer based on a
copolymer of butyl methacrylate and styrene,
with the possibility of registering images with
X-ray photoinduced changes, followed by
thermoplastic development of the latent image.

Claims: 1

Fig.: 3

(54) Hocurenb 1J1s1 perucTpanuy peHTreHOBCKUX M300pakeHn i

(57) Pedepar:
1

N3o6perenune OTHOCHUTCS K
perucTpanuy ONTHYecKoil WH(poOpManuu, B
YaCTHOCTH K HOCHUTENSAM MJIS PErucTpanuu
PEHTIC€HOBCKUX U300paXeHUH.

Hocurens, cormacHo wu3o0pereHuio,
COJICPIKHUT ITOJJIOKKY M3 JIABCaHA, Ha KOTOPYIO
MIOCJICIOBATEIbHO ~ HAHECEHBI  MPOBOSIINN
MOJIyPO3pauHbIi cron u3 Xpoma,
(OTOUYBCTBUTENBHBIH  CIIOH Ha  OCHOBE
XaJbKOT€HHUTHOTO CTEKII000pa3HOTO
MOJIYTIPOBOTHUKA (As2S3)0,0(SnSe)o, 1, u

2

TEPMOILIACTUYECKUN  CIIOM  HAa  OCHOBE
cornonuMepa u3 OyTHIMEeTaKpuiIaTa ¥ CTUpOIIa,
C BO3MOXKHOCTBIO PErHCTpaluy W300pakeHUH
c PEHTIeHO(POTOMH Ty TUPOBAHHBIMU
N3MCHEHHSIMH, c MOCJIE Y FOLIIAM
TEPMOIUIACTUYECKUM TIPOSIBIICHHEM CKPBITOTO
M300pasKeHMISL.

1. popmymsr: 1

®ur.: 3
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Descriere:

Inventia se refera la inregistrarea informatiei optice, in special la purtitori pentru
inregistrarea imaginilor in raze X.

Este cunoscut un purtdtor fototermoplastic pentru inregistrarea informatiilor optice pe baza
sistemului As-Se-S, care este sensibil atat in regiunile vizibile si infrarosii ale spectrului, cét si in
razele X. Purtdtorul constd dintr-un substrat cu un electrod de crom transparent, un strat fotosensibil
pe baza sistemului As-Se-S si un strat termoplastic pe baza de copolimer din butilmetacrilat si stiren.
Purtatorul face posibila inregistrarea imaginilor, utilizind metoda de Inregistrare fototermoplastica in
intervalul spectral de la raze X péna la domeniul infrarosu [1].

Dezavantajul acestui purtator consta 1n aceea ca acesta nu permite inregistrarea imaginilor cu
raze X prin modificari fotoinduse in raze X cu dezvoltarea termoplasticd ulterioara a imaginii
inregistrate.

Cea mai apropiatd solutie prezintd un purtator fototermoplastic utilizat la inregistrarea
imaginilor optice atat prin metoda fototermoplastica, cat si prin metoda modificarii fotoinduse intr-un
strat semiconductor sensibil sub actiunea radiatiei optice, urmata de vizualizarea imaginii ascunse prin
procedeul termoplastic. Purtatorul fototermoplastic utilizat consta dintr-un substrat din lavsan cu un
electrod conductor semitransparent, un strat fotosensibil pe baza de As-Se-S si un strat termoplastic
BMA-50. Acest purtator permite Inregistrarea imaginii in regiunea vizibila a spectrului prin modificari
fotoinduse in stratul semiconductor As-Se-S sub actiunea radiatiei optice, urmatad de dezvoltarea
termoplastica a imaginii ascunse [2].

Dezavantajul acestui suport consta in imposibilitatea inregistrarii imaginilor in raze X.

Problema pe care o rezolva inventia propuséd consta in confectionarea unui purtator bazat pe
straturile de semiconductori calcogenici sticlosi depuse din sistemul As-Se-S-Sn, care este sensibil la
modificarile fotoinduse in raze X.

Problema se solutioneaza prin aceea ca purtatorul pentru inregistrarea imaginilor in raze X
contine un substrat din lavsan, pe care sunt depuse consecutiv un strat conductibil semitransparent din
crom, un strat fotosensibil pe bazd de semiconductor calcogenic sticlos (As2S3)0.9(SNSe)o,1, i un strat
termoplastic pe baza de copolimer din butilmetacrilat §i stiren, cu posibilitatea inregistrarii imaginilor
cu modificari fotoinduse in raze X, urmata de dezvoltarea termoplastica a unei imagini ascunse.

Rezultatul tehnic al inventiei consta in obtinerea unui purtitor cu un strat fotosensibil pe baza
de semiconductor calcogenic sticlos (As2S3)o.9(SNSe)o1, sensibil la modificarile fotoinduse sub
actiunea razelor X.

Avantajele inventiei constau in aceea cd se obtin modificari fotoinduse in stratul pe baza de
semiconductor calcogenic sticlos (As2S3)oo(SnSe)os la inregistrarea imaginilor in raze X, care
formeaza in stratul de semiconductor imaginea ascunsa a obiectului care este inregistrat, dupa care
purtdtorul este transferat din instalatie cu raze X pentru vizualizarea termoplastica a imaginii
inregistrate.

Inventia se explica prin desenele din fig. 1-3, care reprezinta:

- fig. 1, schema purtatorului pentru inregistrarea imaginilor in raze X;

- fig. 2, schema metodei de vizualizare termoplastica a imaginilor inregistrate in raze X;

- fig. 3, imagini obtinute cu ajutorul microscopului optic: a) imaginea plasei din alama, b)
imaginea plasei din alama nregistrata in raze X.

Purtatorul pentru inregistrarea imaginilor in raze X (fig. 1-3) contine substratul 1 din lavsan,
pe care sunt depuse consecutiv stratul conductibil semitransparent 2 din crom, stratul fotosensibil 3 pe
baza de semiconductor calcogenic sticlos (AS2S3)oo(SNS€)o1, §i stratul termoplastic 4 pe bazd de
copolimer din butilmetacrilat si stiren, cu posibilitatea inregistrarii imaginilor cu modificari fotoinduse
in raze X 6, urmatd de dezvoltarea termoplasticd a unei imagini ascunse.

Exemplu de realizare a inventiei

Pe substratul 1 din lavsan cu stratul conductibil semitransparent 2 din crom se depune, prin
metoda evapordrii termice in vid, stratul fotosensibil 3 pe bazd de semiconductor calcogenic sticlos
(AS2S3)0,0(SNSe)g,1 cu grosimea de 1,6 um, deasupra caruia, folosind o centrifugd se aplica stratul
termoplastic 4 pe baza de copolimer din butilmetacrilat si stiren, cu grosimea de 0,6 pm. Purtatorul
confectionat se plaseaza intr-o instalatie de raze X. La distanta de 0,5 mm de suprafata stratului
termoplastic 4 se plaseaza obiectul pentru inregistrare 5, de exemplu plasa din alama. Tubul de raze X
cu anod de cupru (tensiunea de 45 kV, curentul de 40 mA, doza de iradiere 960 mGy/h) a fost utilizat
ca o sursa de raze X. Sursa de radiatie cu raze X si purtitorul au fost situate intr-o camera special
izolata, care exclude patrunderea radiatiei cu raze X 1n afara camerei. Purtatorul a fost iradiat timp de
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7 min de fasciculul de raze X 6 paralel si imaginea ascunsd a obiectului 5 a fost inregistrata in stratul
de semiconductor calcogenic sticlos (As;S3)o9(SnSe)o1 prin modificari fotoinduse in raze X. Dupa
oprirea iradierii cu raze X, purtitorul se scoate din instalatic si imaginea ascunsid este vizualizata,
folosind 1inregistrarea termoplastica [1,2]: purtitorul se incédlzeste la temperatura de plastificare a
termoplasticului (68°C) in absenta iluminarii externe, iar suprafata stratului termoplastic 4 se incarca
la tensiunea de +7,5 kV, folosind dispozitivul de inalti tensiune 7. in locurile iradiate de raze X are
loc deformarea stratului termoplastic si se formeazd imaginea plasei de alamad pe suprafata
termoplasticului, care poate fi observatd in semnalul luminii reflectate cu ajutorul microscopului
optic.

(56) Referinte bibliografice citate in descriere:

1. V.Rotaru, I. Chapurin, O. Korshack. Reliefographical structures based on doped chalcogenide
semiconductors for optical data storage in wide spectral region including X-ray, Proceedings of SPIE,
Vol. 4508 (2001), p. 171-175

2. A. M. Nastas, A. M. Andriesh, V. V. Bivol, I. N. Slepnev, and A. M. Prisakar. Recording Double-
Exposure Interferograms on a Photothermoplastic Carrier in Photoinduced and Photothermoplastic
Regimes. Technical Physics Letters, Vol. 35, No. 4, 2009, p. 375-376

(57) Revendicari:

Purtator pentru inregistrarea imaginilor in raze X, care contine un substrat din lavsan, pe care
sunt depuse consecutiv un strat conductibil semitransparent din crom, un strat fotosensibil pe baza de
semiconductor calcogenic sticlos (As2S3)o,9(SNSe)o,1, si un strat termoplastic pe baza de copolimer din
butilmetacrilat si stiren, cu posibilitatea Inregistrarii imaginilor cu modificari fotoinduse in raze X,
urmata de dezvoltarea termoplastica a unei imagini ascunse.

Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala
str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chisiniiu, Republica Moldova
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Fig. 1

Fig. 2
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